High density plasma etching of ZnO film was performed in CF 4 /Ar and SF 6 /Ar inductively coupled plasmas. Maximum etch rates of ~1950 Å/min and ~1400 Å/min were obtained for 10CF 4 /5Ar and 10SF 6 /5Ar ICP discharges, respectively. The etched ZnO surfaces showed better RMS roughness values than the unetched control sample under most of the conditions examined. In the 10CF 4 /5Ar ICP discharges, very high etch selectivities were obtained for ZnO over Ni (max. 11) while Al showed etch selectivities in the range of 1.6~4.7 to ZnO. 로 각광을 받고 있는 GaN(~25 meV) 보다 더 높은 ~60 meV의 exciton 결합에너지를 가져 blue/UV LED용 반 도체 재료로 큰 주목을 받아왔다. 또한, 위에서 설명한 광전 소자 이외에도 표면탄성파 필터, 압전 소자 등에도 응용되고 있다[1-6]. 1990년대 초반 Yamazoe 등이 가스 감응물질의 입자크 기가 전자공핍층 두께의 2배 이하가 되면 감도가 급격히 증가하는 "나노효과"를 보고한 이래 ZnO 나노구조를 이 용한 가스 센서에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. Nanowires, nanorods를 이용한 나노 가스 센서의 특성은 가스 감응 물질의 조성, 종횡비 및 배향성 등 나노구조물 의 화학적, 구조적 특성에 의해 결정된다. 현재까지 ZnO nanowire 및 nanorod는 열증발(thermal evaporation), 열 †
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